
说   明   书   摘   要

本使用新型公开了一种动态密勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器，包括：带隙电压模块为后级电路提供稳定的电流并作为动态米勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器的输入级；误差放大器模块，用来比较输出反馈取样信号与基准电压，并控制着后级电路的工作状态，使输出保持稳定；Buffer模块，前与误差放大器连接，目的是为了快速驱动后级的功率调整管；动态密勒补偿模块，保护电路始终保持在负反馈状态下正常工作；功率调整管模块，与缓冲器连接，并与负载共同构成CMOS低压差线性稳压器的输出级。本实用新型提出了一种动态密勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器，低功耗，高效率，由于动态密勒补偿采用PMOS作线性电阻连接的设计，使得电路具有非常恒定的带宽，大大提高了系统瞬态响应的能力，并且提高了稳压器环路的稳定性。

摘   要   附   图

[image: image1.emf]动态米勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器
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权   利   要   求   书

1、一种动态米勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器，其特征在于，包括：

带隙电压模块、误差放大器模块、Buffer模块、动态米勒补偿模块以及功率调整管模块；

所述带隙电压模块为后级电路提供稳定的电流并作为动态米勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器的输入级；

所述误差放大器模块，用来比较输出反馈取样信号与基准电压，并控制着后级电路的工作状态，使输出保持稳定；

所述Buffer模块，前与误差放大器连接，目的是为了快速驱动后级的功率调整管；

所述动态密勒补偿模块
，保护电路始终保持在负反馈状态下正常工作；

所述功率调整管模块，与缓冲器连接，并与负载共同构成CMOS低压差线性稳压器的输出级。

2、如权利要求1所述的动态米勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器，其特征在于，所述带隙电压模块为后级提供与温度无关稳定的基准电压。

3、如权利要求2所述的动态米勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器，其特征在于，所述误差放大器模块具有较低的电源工作电压、较低的静态工作电流、宽的带宽、较高的开环增益和高的电源抑制比；

4、如权利要求3所述的动态米勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器，其特征在于，所述Buffer模块具有宽的带宽、低的输出阻抗、高的电流转换速率和足够大的输出电压摆幅；

5、如权利要求4所述的动态米勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器，其特征在于，所述动态米勒补偿模块保护电路始终保持在负反馈状态下正常工作；

6、如权利要求5所述的动态米勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器，其特征在于，所述功率调整管模块与Buffer模块相连接，工作时具有很高的效率。

说   明   书

一种动态密勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器

技术领域

本实用新型涉及一种CMOS低压差线性稳压电路结构，具体地说，尤其是一种动态密勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器。

背景技术
随着消费类电子产品的迅速普及，以及半导体制造工艺的逐步提升，低压差线性稳压器被大量应用在消费类电子产品中，原因是其在给整个系统内各个模块供应所需稳定直流电压方面具有十分出色的性能。但在满足一定指标和工艺的同时，往往我们要牺牲一部分电路的稳定性，例如在消除运放产生极点问题时候，我们采用传统密勒补偿结构，这样的结果往往导致电路不能有恒定的带宽，系统瞬态响应能力不够高等等

实用新型内容

为了解决现有技术的问题，本实用新型实施例提供了一种动态密勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器。所述技术方案如下：

一方面，一种动态密勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器，包括：

带隙电压模块、误差放大器模块、Buffer模块、动态米勒补偿模块以及功率调整管模块；

所述带隙电压模块为后级电路提供稳定的电流并作为动态米勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器的输入级；

所述误差放大器模块，用来比较输出反馈取样信号与基准电压，并控制着后级电路的工作状态，使输出保持稳定；

所述Buffer（缓冲）模块，前与误差放大器连接，目的是为了快速驱动后级的功率调整管；

所述动态密勒补偿模块，保护电路始终保持在负反馈状态下正常工作；

所述功率调整管模块，与缓冲器连接，并与负载共同构成动态米勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器的输出级。

可选地，所述带隙电压模块采用一种基于与绝对温度成正比的电流型带隙基准。

可选地，所述误差放大器模块采用双端输入的结构。

可选地，所述Buffer模块采用PMOS管串联的结构。

可选地，所述动态密勒补偿模块采用埋藏PMOS连接作负载的结构。

可选地，所述功率调整管模块采用正向连接的PMOS管。

功耗低，效率高，由于动态密勒补偿采用PMOS作线性电阻连接的设计，使得电路具有非常恒定的带宽，大大提高了系统瞬态响应的能力，并且提高了稳压器环路的稳定性。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型实施例一种动态密勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器的模块示意图；

图2是本实用新型实施例一种动态密勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器具体电路的示意图；

图3是本本实用新型实施例一种动态密勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器电路的稳定性仿真曲线。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地详细描述。

实施例

本实用新型提供了一种动态密勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器，参见图1，所述动态密勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器10包括：

带隙电压模块100、误差放大器模块200、Buffer模块300、动态米勒补偿模块400以及功率调整管模块500；
所述带隙电压模块100为后级电路提供稳定的电流并作为动态米勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器10的输入级；

所述误差放大器模块200，用来比较输出反馈取样信号与基准电压，并控制着后级电路的工作状态，使输出保持稳定；

所述Buffer模块300，前与误差放大器模块200连接，目的是为了快速驱动后级的功率调整管模块500；

所述动态密勒补偿模块400，保护电路始终保持在负反馈状态下正常工作；

所述功率调整管模块500，与缓冲器300连接，并与负载共同构成动态米勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器10的输出级。

可选地，所述带隙电压模块100采用一种基于与绝对温度成正比的电流型带隙基准。

具体地，所述带隙电压电路输出与绝对温度无关的带隙电压表达式为：
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由于BJT管的基极—发射极电压具有负的温度系数，而
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具有正温度系数，因此调节电阻的大小可将正负温度系数抵消，从而得到一个与温度无关的基准电压。

可选地，所述误差放大器模块200采用双端输入的结构。

具体地，采用双端输入是为了减小增益变化时放大器静态工作点的漂移。并且采用PMOS管作为输入，优化了放大器的噪声性能。

可选地，所述Buffer模块300采用PMOS管串联的结构。

具体地，将PMOS管和电阻串联起来调整了电路稳态偏置情况，并且快速驱动了后级的功率调整管。

可选地，所述动态密勒补偿模块400采用PMOS连接作负载的结构。

具体地，高的输出阻抗和大的负载电容连接构成的动态米勒补偿结构可以有效使放大器输出端产生的极点频率具有良好的相位裕度，并且后接PMOS管，可以使得电路具有非常恒定的带宽，提高了系统瞬态响应的能力，提高了电路的稳定性。

可选地，所述功率调整管模块500采用正向连接的PMOS管。

具体地，为了电路要正常工作，输入电源电压与输出电压的电压差必须比阈值电压高0.4-0.6V，因此选择了正向的连接的PMOS管。PMOS功率调整管不仅能够驱动、适应宽范围内的稳态负载，而且有足够高的效率。
本实施例中，还提供了一种动态米勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器的电路图2，带隙电压模块1作为稳压器的输入级；误差放大器模块2用来比较输出反馈取样信号与基准电压，并控制着后级电路的工作状态，使输出保持稳定；Buffer模块3为了快速驱动后级的功率调整管；动态米勒补偿模块4保护电路始终保持在负反馈状态下正常工作；功率调整管模块5与缓冲器连接，并与负载共同构成CMOS低压差线性稳压器的输出级。

具体地，所述模块1为带隙电压模块，与温度无关的带隙基准源为后级误差放大器模块2提供基准电压，提供的基准电压连接在误差放大器2的负向输入端；所述单元1为动态米勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器的输入级。
具体地，所述模块2为误差放大器模块，该放大器采用做PMOS管作为输入，可降低输入噪声的影响，电流镜采用的是自偏置的cascode电流镜；误差放大器模块2的同相端连接着负载电阻，构成反馈回路，控制着后级电路的工作状态，使输出保持稳定；所述模块2为稳压器的放大模块。

具体地，所述模块3为Buffer模块，缓冲器前与误差放大器模块2连接，后与动态米勒补偿模块4中PMOS管连接；所述模块3目的是快速驱动功率调整管。

具体地，所述模块4为动态米勒补偿模块，为了消除差分放大器输出产生的极点问题，利用高的输出阻抗和大的负载电容可以有效使放大器输出端产生的极点频率具有良好的相位裕度的原理，将电阻R8、电容C1和PMOS管M25串联后分别接在误差放大器模块2的输出端和Buffer模块3的输出端。所述模块4保护着电路始终保持在负反馈状态下正常工作。

具体地，所述模块5为功率调整管模块，功率调整管的源级接电源，漏极作为输出，工作时具有很高的效率；所述模块5与负载相连接共同构成电路的输出级。

本实施例中，还提供了动态密勒补偿埋藏PMOS管的CMOS低压差线性稳压器电路的稳定性仿真曲线,参见图3，得到该曲线的工作条件是：电源工作电压±3V,负载调整率小于0.5%，线性调整率小于0.5%，采用 TSMC 0.18um CMOS工艺。可见在负载为2.5KΩ时，低压差线性稳压器的相位裕度为72度。

综上所述，本实用新型实施例提供的技术方案带来的有益效果是：

低功耗，高效率，由于动态密勒补偿采用PMOS作线性电阻连接的设计，使得电路具有非常恒定的带宽，大大提高了系统瞬态响应的能力，并且提高了稳压器环路的稳定性。

以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下，即可以理解并实施。
通过以上的实施方式所描述，本领域的设计者可以清楚地了解到各个实施方式所需要的软件和工艺库。基于这样的理解，上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以实际芯片电路的形式体现出来。

以上仅为本实用新型的较佳实施例，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

说   明   书   附   图
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图3

�本申请中的所述动态密勒补偿模块，是发明人自己设计的，还是现有技术？


�本申请与现有技术的主要区别点是还包括动态密勒补偿模块；


通过检索，检索到类似的申请文件，参见附件，即对比文件1；


对比文件1中包括了频率补偿模块；


请发明人补充说明在稳压器中，本申请中的动态密勒补偿模块与对比文件1中的频率补充模块存在哪些区别特征；


同时，在电路的连接关系中有哪些区别点。


�单元4即动态密勒补偿模块为本发明的技术区别特征，请发明人在电路图中用虚线框表示出，所述动态 密勒补偿模块包括包括电路图中哪些元器件。
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